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Die Erfindung betrifft cine integrierte Halbleiteran- 
ordnung und ein Verfahren zu dcrcn Herstellung nach 
dem Oberbe griff dcr PatentansprQche J, 8 und 10. 

Die Erfindung findet Anwendung bei der Herstellung 
von sogenannten CMOD-SchaJtungerv Diese Schaltun- 
gen enthaJten jnindestens eine Serienscbahung aus zwei 
komplcmentiren MOD (mod uiationsdotienenVFeidef- 
fekttransistoren(MOD-FET), z. B. eine Serienschaltung 
aus eincm n-Kanal-MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Udungstrlgerbe- 
weglichkeiten. so daO CMOD-Schaltungen hohe SchaJt- 
geschwindigkeiten erreichen. Eine deranige SchaJ- 
tungsanordnung ist aus der DE-OS 37 31 000 bekannt. 
bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche KanaJ-Halblei- 
terschichtenfolgen besitzen. Derartig angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordern lange elektrische ZuJet- 
tungen und es entstehen relativ groOe Bahn wide rs Und e, 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
eine gattungjgeraiBe HaJbleiteranordnung und ein Ver- 
fahren zu deren Herstellung anzugeben. bei der kom- 
pakte, kurze elekrrische Zuleitungen hcrstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die im kennzeich- 
nenden Teu* der Paten tanspruche 1. 8 und 10 angegebe- 
nen Merkmale. Vorteilha/te AusgestaJtungen und/oder 
Weuerbildungen sind den UnteransprOchen entnehm- 
bar. 

Die crfindungsgemafle CMOD-Ano rdnun g hat den 
Vorteil, daO die komplcmentiren MODFCT uber einen 
gemetnsamen Gate-Kontakt ansteuer bar sind Deswei- 
teren ist auch die MODFET- Anordnung so gewfihlt daO 
lediglich ein Drainkontakt bendtigt wird. Dadurcb sind 
kompakte und kurze elektrische Zuleitungen far die 
CMOD-Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikai angeordneten kompiementaren 
MODFET werden bekannte MODFET-Strukturcn fur 
die Einzelbaueiemente verwendet. Der Aufbao der Ein- 
zeibauclemente kann jedoch im Hinblick auf die Ge- 
s ami anordnung optimiert werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von AusfOh* 
rungsbeispielen unier Bezugnahme auf schematische 
Zeichnungen naher erlluterL 

In Fig. I ist die Kontaktierung der erfindungsgemi- 
Oen CMOD-Anordnung schematisch dargestellL 

Die Fig. 2 und 3 zeigen beispielhafte Halbleiter- 
schichtcnfolgen fQr vertikai angeordnete komptemenUr 
MODFET. 

in den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrensschritte zur 
Herstellung von venikaten und lateralen CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Um cine Ko ntakt ierung gemiO Fig. 1 von kompie- 
mentaren MODFET zu ermogfichen. ist e* beispielswei- 
se vortcUhaft einen n-MODFET Uber einen p-MODFET 
anzuordnen. FQr die Herstellung einer derartigeo An- 
ordnung wird beispielsweise auf einem p~ -Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolgeaus 



to 



dicke von 10 bis 50 nm 

- einer n~n *n--Si,-,Ge t -Schicbtenfolge 8. 9. 10 
mit cmcr Gesamtschichtdicke von etwa 30 nm und 
cmemCe-Antcilvonx * 04, 

- eine n'-dotiertcn Si-Schicht t! mit einer 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n+douerten Konuktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebracht 
(Fig.2). 



- einer undotierten SiojCeou-Schicht 2 mit einer 
Schichtdicke von 10 bis 50 nm. 

- einer p - p ♦ p - -Si-Schkh tenfolge 3, 4, 5 mit einer 
Gesamtdicke von etwa 50 nm, 

- einer p + -dotierten Xtzstoppachicht 13 aus Si 
oder SiGe mit einer Schichtdicke von etwa 20 nm 

- einer undotierten Puff enchicht 6 aus SiojsGetus 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mit einer Schicht- 



Die aktiven Bauelcmentschichten fQr den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fur den n-MODFET 
die Schichten 6 bis II. Die Ladungstrtger werden bei 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
is derten Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Schichi 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die Si<uGe<u- Schicht 2. bzw. in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7 
tranaportiert. An der Grenzschicht zwischen der 
SiojGeaa-Schicht 2 und der p~ Si-Schicht 3 wird ein 
» zweidimensionales Lochergaa (2DHC) erzeugt. An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n--Si- 
SS™** 1 8 wird cin zweidimensionales EJektronengas 
(2DEG) erzeugt Die zusatzJiche Kontaktschicht 12 ver- 
bessen die Kontaktflhigkeh der Source- und Drain- 
23 Kontakte des n-MODFET. Die zusitzbche hocMotierte 
Si- Oder SiGe-Schicht 13 kann einerseiu aJs Kontakt- 
schicht fQr den p-MODFET verwendet werden ais auch 
aJsAtzstoppschicht da zur Strukturicrung des p-MOD- 
FET die Haibleiterschichten 6 bis 12 bcreichsweise wea- 
30 gelut werden. 

Der Schichtaufbau der kompiementaren MODFET 
kann auch durch weitere. fOr herkommliche MODFET 
ubiiche Modifikauonen abgeandert werden. So kann 
z. a die Pufferschicht 6 weitere Heterostrukturschich- 
is ten oder ein Obergitter aus Si- und SiGe -Schichten ent- 
haJten. 

Die in Fig. 2 angegebene Schichten/olge kann auch 
derart abgeandert werden. da8 die p- MO DFET-Schkm- 
ten 2 bis 5 Ober den n-MODFCT-Schichten 6 bis 11 

40 auf gewachsen werden. 
AuOerdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 

tenfolge (Fig. 3) for eine CMOD-Anordnung. bei der 
z. B. der p-MODFET Ober dem n-MODFET Hegt. ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-KanaJ 

41 aus einer Ge-Schicht 2a. 
FOr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 

Sn_,Ger Schicht 6a mit einem Ge-Anteil z > 0J und 
einer Schichtdicke von > 0.5 als Puffer aufgewach- 
sen, um die mechanischen Verspannungen auszugiet- 
» chen. die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Substrats und der Si-Ge-Schichten 7 bis 10 des 
" MODFET zustande kommea Zwischen der n-MOD- 
FET- Schicht enfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET-Schichtenfolge sind eine ri 4 -doderte Atz- 
53 stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsea 
Der Spacer 6b besteht z. B. aus einer St&sGeoj-Schicht 
mtt einer Schichtdicke von etwa 50 run (Fig.31 Die 
Schichten 6a, 6b konnen auch betde ab Puffer schichten 
ausgebildet werden, wo bei die Schicht 6a aus 
eo SiojsGejus mit einer Schichtdicke von erwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SiojsCevs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Herstellung einer geeigneten CMOD-Schaltung 
mil einer kompaktea kurzen Kontaktierung wird aus- 
65 gehend von den oben beschriebenen Halbleiterschich- 
teniolgen die obere MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 beretchswetse abgetragen. etwa 
durch Mesa-Atzen. AnschlieOcnd wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entfernt Es entsteht die 
mesafdrmige obere MODFET-Struktur 14 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schicbtenfolge 
mesaformig abgeatzt derart daB zwischen der oberen 
und untcren MODFET-Struktur 14, 15 em Gate-Zulei- 
tungs-Bereich 16 freigelegt wird. AuflerhaJb der MOD- 
FET-Strukturen 14. 15 und im Gate-Zuleitungs-Bereich 
16 liegt das Substrat 1 frei (Fuj. 4b). Cegebenenfalls ist 
es fur eine einfachere Leiierbahnehfuhrung uber die 
Mesaflanken und eine bessere lustiermoglichkeit f Or die 
Atzmasken vorteilhaft cinen Bereich 17 zwischen der 
oberen und untcren MODFET-Struktur 14. 15 ais Stufe 
einzubringen. (Fig. 4b). AnschlieBend crfolgi die Struk- 
turierung der Source-. Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, Ifta) we rden auf der Oberflache 
der oberen und untcren MODFET-Struktur 14, 15 ge- 
trennt angeordnei (Fig. 4c). Ein gemeinsamer. die 
MODFET-Strukturen 14, IS Uberlappender Drajn- Kon- 
takt 19 wird auf der Oberfllche der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die elekthschen Zulettungen 21b, 21c 
zu den Source- und Drain- Kooukien IS, 18a, 19 fohren 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14, 15 
auf das Substrat 1. Die elek thsch en Zuleitungen konncn 
auch uber ein auf der MODFET-Oberfllche an den Me- 
saflanken aufgebrachte passivierende Schicht gefOhrt 
werden. 

Da nur wenige Kontaktmaterialien, z. B. geteropertes 
Aluminium, einige Stiizide, geeignet sind. sowohl auf et- 
ner n- ais auch p-leitenden Schicht aufgebracht zu wer- 
den, ist es vorteilhaft uruerschiedtich leitfllhige Zonen 
auf der Oberflache der MODFET-Strukturen 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus unter schiedlichen leit/flhigen 
Materialien auf den MODFET-Oberflachen aufzubrin- 
gen und anschlieBend eine cinbeitliche MetaJlisierung 
z. B. mit A I, durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt- 
fahigkeit der Source- und Drain-Kontakte optimiert 
und es wird ein fur die Koniaktbildung bei gleichzeuiger 
Herstellung der ohmschen IContakte notwendiger Tem- 
perschritt eingesparL 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte 18. 
18a, 19, die enrweder beim Legieren oder Aktiviercn der 
implantierten n*- und p* -Zonen einen Temperschrin 
erfordenv wird der Gate-Kontakt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gem em same den a- und p-Bereich 
der oberen und untcren MODFET-Struktur 14, 15 uber- 
lappender und uber den Gate- Bereich 16 f Ohrender Ga- 
te-Kontakt 20 aufgebracht FQr eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung eines Gate ais 
Schottky-Kontakt z, &Ti oder MoSij oder CrSb. 

Alternativ kann auch ein MIS-Gate mil einer dOnnen 
Isolatorschicht von erwa 20 bis 50 nm unter dent meullh 
schen Gate-Kontakt hergestellt werden. Die eJektrische 
Zuleitung 21a zum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14, 15 im Bereich 16 auf das Sub- 
strat 1 aufgebracht 

Fur die elektriscben Zulettungen fOr die Gate-. Sour- 
ce- und Drain- Kontakte wird z. & Al oder TiAu verwen- 
det Die elekthschen Zulettungen sind moglichst dick 
gestaltet mit einer Dicke von mindestens 0,2 urn 

Ein wei teres AusfQhrungsbeispie] fur eine CMOD- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung der MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine HaiWeiterschichtenfol- 
ge gemafl der DE-OS 37 31 000 verwendet bet der auf 
einem Si-Substrat 1 eine undooerte S»Ge-Pufferschich- 
ten 2 und darauf die KanaJschichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5t) 

In dieser Schichtenfolge werden die Lad ungs trig er 



aus implantierten Bereichen 27. 28, 29, 30 lateral in den 
n- und p-KanaJ abgegeben, Die implantierten Bereiche 
27, 28 for z. B. p-Leitung uod die implantierten Bereiche 
29. 30 fur z> B. n-Leitung werden gem&B Fig. 5a hinter- 

S einander in die Halbleiterschichtenfolge einge bracht 
Die Ttefe der Implantabonsbereiche 29. 30 muO uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a). Die I mplanu no ru bereiche 27. 
' 28 muss en bfs in die i-Si- Schicht 24 ausgebildet' werden. 

io da sich in der i-Si-Schicht das 2 DEG bildet Das f mplan- 
tattonsprofil der Bereiche 27, 28. 29. 30 muB eine geringe 
OberfUchenkonzentration f < 10 17 crn" J ) und eine hohe 
Konzentration ( > 10 l8 cm~* von Laduogstrlgern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen, Dadurch ist 

t5 gewahrleistet daO ein guter Schottky- Kontakt ais Gate- 
Kontakt auf der Oberflache der CMOD- Anordnung, 
der die Implantations bereiche 27, 28 bzw. 29. 30 Ober- 
lappt hergestellt ist AuBerdem wird dadurch eine hohe 
Ladungstrigerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 

20 zieJt Derartige tmplantauonspcofile werden erreicht 
z. B. mit Implantaten wie BFj oder As bei Energien um 
20 keV. 

Da sich jedoch gertng dotierte BauelementoberfU- 
chen fur ohmsche Kontakte our sehr sen lech t eignen, 

25 werden vorzugsweise zusltzlich zu den implantierten 
Bereichen 27, 28. 29 30 n + - bzw. p * -dotierte Zonen 32. 
33, 34. 35 in die Halbleiterschichtenfolge einge bracht 
(Fig. 5b). Auf diese hochdotierten Zonen 32, 33. 34. 35 
werden gemafl Fig. 5c die Source- und Drain- Kontakte 

30 36, 37. 38 mit geeigneten Metallisierungsverfahren auf- 
gebracht Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD- Anordnung aufgebracht Ais Drain- Kon- 
takt fur den n- MODFET und den p- MODFET ist ein 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet Anschlie- 

3S Bend wird ein gemeinsamer Gate-Kontakt 39 zwischen 
den Source- Kontakt en 37, 38 und dem Drain- Kontakt 
36 hergestellt (Fig. 5c). Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
mensioniert daO er die n- und p- Bereiche 27. 28, 29. 30 
Qberiappt Dadurch wird eine seitliche EinschnOrung 

40 des 2DHG bzw. 2DEG durch eine ttefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierteo Oberflache z. B. der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 
tung 40 ist zwischen den Source-Kontakten 37, 38 ange- 
ordnet 

45 Ais Kontaktmaterialien eignen sich fOr diese Si/SiGe- 

CMOD- Anordnung Al, oder SiUzide. 

Die Erftndung ist nicht auf die in den Ausf Ohrungsbei- 

spielen angegebenen Materialien beschrlnkt FQr eine 

vertikale CMOD- Anordnung gemaB den Fig. 4a - c eig- 
so net sich beispielsweise eine Halbleiterschichtenfolge auf 

einem semiisolierenden GaAs-Substrat aus 

— einer undotienen GaAs- Schicht 

— einer p " -dotierten GaAlAs-Schicht ais Spacer, 
55 — einer p * -dotierten GaAl As- Schicht 

— einer p " -dotierten GaAs- Schicht 

— einer Puf f erschicht aus GaAlAs oder GaAs, 

— einer undotienen GaAa-Schicht 

— einer n ~ dotierten GaAl-Schicht ais Spacer. 
60 - einer n** -dotierten GaAlAs-Schicht 

— einer n~ -dotierten GaAlAs-Schicht ais Spacer, 
und 

— einer n~-douerten GaAs -Schicht 

m FQr eine laterale CMOD- Anordnung gemflB den 
Fig. 5a— c eignet sich z, & eine Halbleiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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- einer GaAs-Pufferschicht 

- einer undotierten GaAsSchicht 

- ciner undotierten GaAlAs-Schicht und 

- einer undotierten GaAs-Schicht 

Als Implintationsmaterial fur die p-Bereiche eignet 
sich z, B. Be und fur die n-Bereiche Si. 

PatentansprQche 

10 

1. Integrierte Halbleiteranordnung, bei der auf ei- 
nem Halbieitersubstrat mindestem zwei komple- 
men tare modu lationsdoticrte Feldeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet sind. dadurch gekenn- 
zeichnet l5 

- daB zumindest zwei komplementire MOD* 
FET vertikaJ Oder lateral hintereinander auf 
einem Halbieitersubstrat angeordnet sind, 

- daB die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamen symmetrisch abgreifbaren Ga- » 
te- Kontakt besiuea und 

- daB fOr die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain- Kontakt aus gleichem 
Kontaktmatcrial herstetlbar ist 

2. Iniegricrte HaJbleiteranordnung nach Anspruch is 

1. dadurch gekennzeichnet 

- daB die komplementaren MODFET hinter- 
einander vertikai angeordnet sind. und 

- daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
tierten HaJbleiterschicht des jeweiligen jo 
n-MODFET und p- MOD FET vertikai in den 
n-Kanal oderp-KanaJ der MODFET transpor- 
tiert werden. 

3. lntegrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

2. dadurch gekennzeichnet daB auf einem Si-Sub- 35 
strat (l) eine Si/SOe -Halbleiterschichtenfolge fOr 
mindestens zwei komplementire MODFET aufge- 
wachien ist so daB cine Halbleiterstmktur entsteht 
bei der der n-MODFET Uber dem p- MOD FET an- 
geordnet ist 40 

4. lntegrierte HaJbleiteranordnung nacb Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, daB auf einem Si-Sub* 
strat (1) eine Si/StGe-HaJbleiterschichteniolge fOr 
mindestens zwei komplementire MODFET aufge- 
wachsen ist so daB eine Halbleiterstmktur ent- 45 
stent, bei der der p- MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist 

5. lntegrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zwei dimensionaJe Locherga* so 
(2DHG) des p- MODFET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGe-Schicht und einer 
p~<lorierienSi-Scrucht bildet 

6. lntegrierte HaJbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- s$ 
kennzeichnet dafl sich das zwcidimensionaie Lo- 
chcrgas (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schicht und einer p~-dotierten 
SiGe-Schicht bildet 

7. lntegrierte HaJbleiteranordnung nach einem der » 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimensionaJe Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicbt zwischen einer undo- 
oerten Si-Schicht und einer n --doucrtcn SiGe- 
Schicht bildet w 

8. Verfahren zur Hers tell ung einer integrierten 
HaJbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
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- daB auf ein Halbieitersubstrat (1) eine Halb- 
leiterschichtenfolge fllr komplementire 
MODFET epuaktisch aufgewachscn wird, die 
zwischen der n- und p- MODFET- Strukrur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht (13) enthilt 

- daB die obere MODFETSchichtenfolge bis 
zur Atzstoppschicht (13) teilwetse durch Mesa- 
. Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- 
Stmktur (14) hergestellt wird, 

- daB anschlieBend die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa-Atzen hergestellt wird, 
dcrart, daB auBerhalb und zwischen der obe- 
rcn MODFET-Struktur (14) und der unteren 
MODFET-Stmktur (13) das Substrat freige- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestellt 
wird (Fig. 4bX 

- daB anschlieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (18, 18a, 19) hergestellt werden. der- 
art daB die Source- KontaJcte (18. 18a) auf der 
Oberfliche der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Struktur en (14, 15) Oberlappender Drain-Kon- 
takt (19) hergestellt wird. 

— daB ein die obere und untere MODFET- 
Struktur (14. 15) uberlappcnder Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird. 

- dafl die elektrischen Zuteitungen (21a, 21b. 
21c) zu den Source*. Drain- und Gate-Konuk- 
ten auf dem Substrat (1) gefuhrt werden. und 

— daB die Gate-Zuleitungen (21a) zwischen 
den Source- Kontakten (18. 18a) im Gate-Zu- 
leitungs-Bereich (16) gefOhrt wird (Fig, 4c). 

9. lntegrierte HaJbleiteranordnung nach Anspruch 
1 . dadurch gekennzeichnet 

- daB die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind. und 

— daB die Ladungstrager aus implantierten 
Berei chen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transportiert werden. 

10. Verfahren zur HerstcUung von Source-, Drain- 
und Gate-Kontakten fOr eine integrierte Halblei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet 

— daB in die n- und p-implanrierten Source- 
und Drain- Bcreiche (27, 28. 29. 30) der komple- 
menUren MODFET n+- und p* -imp Jan tiert e 
Zonen (3Z 33, 34, 35) fQr die obmschen Kon- 
ukte eingebracht werden (Fig. 5b\ 

- daB mit einem geeigneten Metailisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- Kontakt 
(36) und getrennte Source- Kontakt e (37, 38) 
auf der Oberfliche der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden. 

— daB zwischen Source- und Drain- Kontak- 
ten (38, 37. 38) ein Gate- Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Ft g. 5c\ 

— dafl der Gate-Kontakt (39) derart dimensio- 
niert wird, daB das Gate- Me tail mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Bereichen 
fiberiappt und 

— daB die elektrische Gate-Zuleitung (40) zwi- 
schen den Source- Kontakt en angeordnet wird. 

11. Integrierte HaJbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Gate-Kontakt ah Schottky-Kon- 
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takt susgebildet ist 

12. Iniegrierte Halbleheranordnung nach etnem 
der Anspriiche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet. 
daB das Gate ats MIS-Gate lusgcbiJdct ist. 

Hiertu 4 Seite(n) Zeichnungcn 
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Abstract (Basic) : DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 

contact and a common drain contact for both transistors. 

The layout is applicable for a variety of semiconductors 

materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe. 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers. P-type (27 , 28) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width„and substrate 
area required for CMOS FETs. 
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